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Hazirda moesamali silisium (MSi) qaz va fotosensorlarin hazirlanmasinda
genis totbiq edilir, lakin parametrlorinin deqradasiyasi onlarin totbiq imkan-
larint mahdudlasdirir. Bels ki, HF - etanol mohlulunda elektrokimysvi asilanma
zamani amals golon moasamaolor nanokristalitlorden va Si-Hx qruplarindan ibarat
olur. Mosamalorden elektrolit artiqligl tomizlondikden sonra H-nin oksigenls
ovaz olunmasi (Si-Ox qruplari) silisium nanokristallitlorinin amorf tabags ilo
ohato olunmasina sabab olur. Mahz bu fakt masamali silisium asasinda hazir-
lanan oksor cihazlarin bir sira parametrlorinin qeyri-stabilliyi vo onlarin deg-
radasiyasinin osas sobabi hesab olunur. Masamali Si-un sothinin passivlagdi-
rilmosi tiglin termik, texnoloji, miixtolif elementlorin matriss yeridilmasi kimi
bir sira iisullardan istifads olunur. Asilanmada Fe3* vo Au3+* kimi daha giiclii ok-
sidlesdiricilor asilanma prosesini siirotlondirir. Noticado, silisium nanokris-
tallitlorinin 6l¢tisii daha da kigilir, oksigen vo hidrogen rabitsloari silisium-metal
komplekslari ilo avaz edilir. Qeyd etdiyimiz rabitslorin o godor do qeyri-stabil
olmamasi eyni zamanda doayisken valentlilik niimayis etdirmasi, onlardan
miixtalif tipli qazlarin sensoru kimi istifade etmok imkanini yaradir.

Isdo mosamoli-Si/nano-Cd1.«ZnyS (0.2<x<0.6) heterokegidlorinin hazirlan-
masi zamani altliq kimi (100) oriyentasiyaya, 2.5 Om-m xtlisusi miiqavimats vo
0.2 - 0.3 mm qalinliga malik p-tip (c-Si) monokristallar istifade olunmusdur.
Elektrokimyavi asilanmadan ovvsl Si-un sothi HF sulu mohlulunda (1:50) to-
mizlonmis, 80°C temperaturda bidistilla edilmis su va etanol ilo yuyulmus va
sonra havada qurudulmusdur. Asilanma saquli istigamoatds xiisusi formali tef-
lon qabda HF:etanol (1:1) mohlulunda aparilmisdir. Katod kimi platin (Pt) ¢u-
bugqlardan istifads edilmisdir. Asilanma sabit gorginlik (30 V), mixtslif corayan
sixligl (40-90 mA/sm?2) vo miiddstlorde (40-1800 san) hoyata kecirilmisdir.
Anod corayaninin giymoatindon vo asilanma miiddotindon asili olaraq, c-Si sot-
hindo 12-90 nm 6l¢iilii masamolors malik MSi alinmisdir.

MSi tobagasi amals goldikdon sonra niimunslar etil spirtinde yuyulmus va
quruduldugdan sonra miixtslif torkibli Cd;.xZnyS nanostrukturlu nazik tabags-
lorinin  ¢6kdiriilmasi tlglin elektrokimyoavi mohlula yerlosdirilmisdir.
Cdo.4ZnoeS torkibli nazik tebogslorin c-Si/MSi althiglarinin sathine (6lgtlori 20
vo 60 nm olan moesamslors malik) elektrokimyovi ¢okdiiriilmesi 80°C tem-
peraturda kadmium (CdCl;), sink (ZnClz) va natrium (NazS203) duzlar1 olan
sulu mohlulda aparilmisdir. Cokdiiriilms miiddstindon ve masamalarin dl¢iile-
rindan asili olaraq, miixtslif soth morfologiyasina malik 0,2-0,6 um qalinliginda
Cdo.4Zno.6S nazik tobagalori olds edilmisdir.

CdosZngeS tglin elektrik kontakti kimi vakuumda buxarlanma tsulu ile
alinmis indium (In), c-Si monokristallarina iss aliiminium (Al) istifads edilmisdir.
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